
※課題番号   ：F-12-NM-0048 

※支援課題名（日本語）  ：選択成長ナノグラフェン薄膜を用いた電界効果型トランジスタの作成 

※Program Title（in English） ：Preparation of graphene field-effect transistors by a selective-area 

      growth method 

※利用者名（日本語）  ：石井 孝文 

※Username（in English） ：Takafumi Ishii 

※所属名（日本語）  ：東北大学 

※Affiliation（in English） ：Tohoku University 

    

※概要（Summary）： 

 当研究室では Si/SiO2基板上の Al2O3薄膜マイクロ

パターン表面にナノグラフェン薄膜を選択的に成長

させることに成功しており、この手法を用いればナノ

グラフェン電子デバイスを簡便に作成できると考え

られる。本研究ではこの選択成長ナノグラフェン薄膜

を電界効果型トランジスタ（FET, Field Effect 

Transistor）として応用し、その評価を行った。 

 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・マスクアライナー 

・マスクレス露光装置（D-light, DL-1000/NS） 

・E-gun蒸着装置（RDEB-1206K） 

・半導体パラメーターアナライザー（LN2 Prober） 

・オートマチックスクライバー 

【実験方法】 FETの作製は次の a～dの 4工程によ

って行った。（a）SiO2/Si 基板上にスパッタ Al2O3薄

膜を形成。（b）フォトリソグラフィーと液相エッチン

グによる Al2O3 薄膜マイクロパターンの作成。（c）

Al2O3 薄膜表面へのナノグラフェン薄膜の選択成長。

（d）フォトリソグラフィー、Au/Ti電極の蒸着形成、

リフトオフによるナノグラフェン薄膜上への電極形

成。 

 以上のように作製した FET について、半導体パラ

メーターアナライザーを用いて、その FET 特性評価

を行った。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 FET 特性評価を行った結果を Fig. 1 に示す。ナノ

グラフェン薄膜 FET の電気伝導度がゲート電圧によ

り変化している様子が観察された。作製したナノグラ

フェン薄膜 FETはチャネル幅 20 μm、長さ 2 μm、ナ

ノグラフェン薄膜のナノグラフェン平均成長層数が 0.5

層である。ナノグラフェン薄膜の平均層数を 1層以下に

したことで、薄膜中にナノグラフェンの単一チャネルが

形成され、その量子サイズ効果によってバンドギャップ

が形成されたと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 今後の課題、予定：今回作製したグラフェン FET を

センサーデバイスとして応用する試みを行なっていく。 
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Figure 1 Back-gate transfer characteristics of 

the nano graphene-FET. 

 


